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【背景】InNは III族窒化物半導体結晶の中でも電子移動度が大きいこと、及び小さなバンドギャ

ップエネルギーを有することから、次世代の発光デバイスや高速電子デバイスへの応用が期待さ

れている。これまでに我々は、原料生成を一段階で行う従来型ハイドライド気相成長(HVPE)装

置を用い、金属 InとCl2ガスとの反応で生成した InCl3ガスとNH3ガス間の反応により単結晶 InN

を成長できることを報告した[1]。しかし、この装置では InNの成長反応に寄与する InCl3よりも、

NH3との反応性に乏しい InClの生成割合が高く、十分な成長速度が得られなかった。そこで我々

は、熱力学解析の結果に基づいて新たに前駆体二段階生成 HVPE装置を構築し、原料部において

効率的に InCl3を生成させることにより、10 μm/hを超える InNの高速成長を達成した。今回、こ

の新規 HVPE装置を用い In及び N極性の InN層の高速 HVPE成長を検討したので報告する。 

【実験方法】750
o
Cに保持した原料部一段目で金属 Inと Cl2ガスを反応させ、InClを生成させた。

次いで、650
o
C に保持した原料部二段目において、InCl ガスを別ラインから供給した Cl2ガスと

反応させて InCl3ガスを生成させ、成長部において InCl3ガスと NH3ガス間の反応により InN を

成長させた。成長は N2雰囲気下で NH3供給分圧 0.1 atm、全 Cl2供給分圧 1.2×10
-3

 atmに固定し

て、400~750
o
C の温度域で行った。In 及び N 極性 InN の成長基板にはそれぞれ Ga 極性

GaN/(0001)sapphire MOVPEテンプレート、及び窒化(0001)sapphire基板[2]を用いた。 

【実験結果】図 1に成長速度の成長温度依存性につい

て検討した結果を示す。両極性共に成長温度の上昇に

伴って成長速度が増加し 10 μm/h以上となり、In極性

では 600
o
C、N極性では 650

o
Cで成長速度が最大とな

った。これより高い温度域では温度上昇に伴って成長

速度が減少したことから、In極性は 600
o
C、N極性で

は 650
o
C を超えると InN の分解が起こることが分か

った。これは極性によって InN の熱的安定性が変化

することを示しており、また以前の研究における InN

の分解の結果と傾向が一致している[3]。詳細は当日

報告する。 
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図 1. In及び N各極性 InNの成長速度 

の成長温度依存性 
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